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Magnetron Sputtering

» Para falarmos sobre Magnetron, € necessario
compreender o processo de deposicao de filmes
por Sputtering



» Sputtering ou pulverizacdo catddica

» DEFINICAO: E um fendmeno onde dtomos ou
moléculas da superficie de um solido sGo arrancadas
por particulas incidentes que colidem com esse solido

» FUNCIONAMENTO: Quando ocorre a colisdo, a energia
é transferida para dtomos da superficie do solido
fazendo com que se movam para posicoes
adjacentes, empurrando outfros dtomos gerando um
efeito cascata, O efeito sputtering ocorre quando um
desses atomos ejeta da superficie em forma de gds



» Sputtering ou pulverizacdo catddica

» REQUISITOS:

» ENERGIA DA PARTICULA: A particula incidente deve
apresentar energia cinética maior ou igual do que a
energia de ligacdo dos dtomos da superficice.

» O TAMANHO DA PARTICULA: O tamanho ideal é que seja o
tamanho de um atomo, pois particulas Grandes acabam
retirando aglomerados. Pequenas demais, nQo possuem a
seccdo transversal suficiente para deslocar os dtomos do
solido.

» GAS Argénio é o gds mais indicado, pois ajuda a obter o
gds do solido de forma mais pura.



» Sputtering ou pulverizacdo catddica
» VANTAGENS:

>
>

Boa Aderéncia

Possibilita controle de crescimento

» CARACTERISTICAS:

>
>
>

Retira dtomos de um alvo e os deposita em um substrato
Processo no vicuo com gases em baixa pressdo

A evacuacdo da cdmara € importante, pois a maioria dos dtomos ejetados,
chegam no substrato.

O plasma formado por ions do gds de trabalho e elétrons, estabelece uma
descarga elétrica entre o substrato(Gnodo) e o alvo.

A ionizacdo ocorre por colisdes eventuais de elétrons e dtomos de argdénio
O choque entre

inos e o alvo ejetam dtomos em direcdes aleatdrias s parte desses dtomos
chegam ao substrato.



» Sputtering ou pulverizacdo catddica
» CARACTERISTICAS:

» O plasma torna-se autossustentavel dependendo da corrente aplicada:
pois elétrons secunddrios ejetados do choque com o alvo completam o
plasma

» RENDIMENTO: (sputtering yield), depende do material do alvo,
devido a valores de energia, depende do material do alvo,
depende da temperatura e da pressdoi



Sputtering com DC

» Sputtering com DC ou diodo
» Indicado para materiais condutores.

» Caso se utilizem materiais Isolantes ou semicondutores, o
acumulo de carga positiva na superficie do alvo extinguem o
plasma.



Sputtering por RF

» Sputtering por RF

» Indicado para materiais ndo condutores ou de baixa
condutividade.

» E aplicado um sinal alternado de Radio Frequéncia com uma
abrangéncia de frequéncia de 5 a 30 MHz, sendo que 13,56 MHz
€& a mais utilizada.

» PROCESSO: quando o potencial € aplicado, o s ions positivos sdo
atraidos pelo alvo, carregando-o positivamente durante a
alterndncia positiva da fonte, elétrons sdo atraidos a superficie do
alvo descarregando o mesmo. Devido a constante descarga dos
elétrons o alvo volta a assumir o papel de catodo durante @
maior parte do processo.

» Permite trabalhar com vdrios tipos de alvos.



Magnetreon Spufttering

» Magnetron Sputtering

>

OBJETIVO: Otimizar o processo, diminuir a radiacdo e o
aguecimento do sistema.

FUNCIONAMENTO: Um campo magnético é aplicado na direcdo
perpendicular a tensdo aplicada no alvo. O produto vetorial
enfre o campo magnético e o elétrico , no processo, produz um
confinamento de elétrons secunddrios em uma regido proxima ao
alvo.

Isso aumenta a probabilidade de ocorréncia de colisdes entre 0s
elétrons e os dtomos do gds que aumenta o grau de ionizacdo
que torna plasma mais denso.

Permite a diminuicdo da pressdo, do gds
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Magnetreon Spufttering
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